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要旨   

本研究はヲ 高価な真空装置を使用せずに，簡便に金属薄膜を形成する方法を確立することをヨ軋として，電気メッキ：二  

よる銅薄膜の形成をおこな／Jた結果。硫酸銅メッキ法により光沢がありヲ平滑面を肯する帳厚＝′7jm以下の鋼薄膜が得ら  

れた。  

召。はじめに   

中小企業では金属別封乍製のために真空蒸着装置ラスバ  

ックリン グ装置など高度な設備を導入仏経持していくこと  

は非常に推しいため，湿式法など機構的に単純な装置によ  

り金属薄膜作製を行うことが求められている。そこで本研  

究では9 金属薄膜作製の簡素化 行梓の実記晩 コストダウ  

ンの技術を確立することを目的とし9配線材料として使構  

される銅薄膜の形成を電気メッキによりおこなったので，  

、ぎTに報告するた ノンヽ ≧  

2川 霧終業■法   

2。1葉酸装置   

ぎ主監。且のようにドラフト内鰍二9ホットスター劇ラレク ピ  

ーーかノ轟シ スタンドア走電流発生器からなる竜ちミメッキ実験  

装置を構築した．メッキ溶液を入れたガラスピーか－をス  

で 
タ、¶ラ＼一ヒに配置し夕加熱維持きるようにし∴君寵流発  

牛器に接続した陽極と陰億をメッキ溶液中に設置したレ  

Fig・2CoppeでSulぎateelecもどoplating且netbod  

メッキ方法は硫酸銅メッキ法でおこない㍉メッキ液とし  

て蒸纂？水5〔伽ト：′ニ硫酸銅（ヱ‡）〕∧35g）硫酸17mlを加えたもの  

を使用し，メッキ液を25－35℃に加熱操作し子 宝電流発生  

器により電極間′′呈加皿に設置された陽極と陰極閃に電流を  

流すことにより日陰極に保持Lた基板に銅が堆積するノ阜法  

を採用Lた。ニの際ち陽極は陰極の2倍の面積となるよう  

にした∴削駐望はぎ 陰腐に保持された基板上に鋼帯膜が堆  

積Lていく桟了▲である¢  

鋸三 遷凝   

シリコン基板自身は竃宝描く∫に絶縁性であるプ〕でぎ電気メ  

ッキ処理のための導電性を確保するため，シリコン基板  

（25X25！膿ノ上に肘掛照一膜摩のニッケル薄脹をスパッタ  

リングし／た基極を′持き意Lゾそのニッケル薄膜ヒに鋼薄膜を  

メ∵ノキすることにより実願をおこなっ丈∴：勘．g。3は基板と  

し㌣使用したニッケル薄膜付のシリコン基板である争  

＼   



3亡2 膜摩二の制御   

銅メッキ暇の幌厚は，電流量×通電時麿に比例するはず  

である。そこで電流量と通電時間を変化させてぅ 甘1Å30  

秒5〔∴01Aニう00秒，0。05Åユ50秒、（）。ユAl〔り少の4種類の  

メッキ条件を農に実験をおこなった。その捏牒L〔．iノ㌔30  

秒でメッキLた鋼薄膜の瞭厚は2七939′“mであり ｝ り。蝕宣  

300秒で2．38′jniァ（）∴敗㌔1ごiO秒で2。572了∠m，（∴1Aコしう秒  

で什紬㍉Ⅷであった   

配線材料として便絹されか鋼薄膜の形成を酎票とLて  

いるのでヲ その表面は平滑でありヲ かつユ恒最甘下の膜厚  

を有することが要求されており，以⊥から竃誹雁川」Aで  

1（）秒間メッキすると P痩パ：dノにホすような光沢のある  

0．226∫リm零の鋼メッキ薄膜を得ることができた；   

翫鋸宜主 に銅メッキ実験の主たる患験方法とその実験結  

果を示す8  

Piだ3整ぎうde即告知d§i繋てでb9t支う離e（望5×25mm）  

3冒 実験結果   

3El電流の影響   

硫酸銅メッキ法ではフ 電流量が大きな影響凶手となる  

のでp 電流量を2．（ト（）。りほまで変化させた時の鋼メッキ  

暇を評価した㊥ その結果，扶が∴以上の電流を流すと，メ  

ッキ膜摩が大きくなりすぎて，巨標の1′購1以巨の膜摩に  

制御することが園薙であった∴逆に扶∝旧ではざ 9りぐ〕秒  

電流を流してもヲ メッキが進まなかった事 また0。（）1Åで札  

メッキ可能であるがタ メツキ膜表面が朴く∴平滑面が得ら  

れなかった。これは電流が小さいと烏状構造のまま膜形成  

が進寺子し∴横方向への拡散が少ないためと考えられる。こ  

うLたことから，硫酸銅メッキ法による銅メッキ膜は∴竃  

流雁Hし射程度が良いという結果を得たふ  

凱 云紅わりに   

本研究では，硫酸銅メッキ法により鋼嬉膜を形成する方  

法を確立し，光沢がありヲ平滑面を右する錮薄膜を得るこ  

とができた。  
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